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 2A 2  

Check for Samples: LGS55182

  

■ 2A

 

■ 7.3V 8.4V 8.6V 8.7V 8.8V  

■ 28V  

■ 28V  

■ 3.0V~6.5V 

■ 96% 90% 

■ EN QFN  

■ 110 /130  

■ ,  

■ ESSOP10 JC=3.9 /W  

■ 

 

■ 

QFN  

■  

■  

■ 160  

■ NTC  

 

  

 MP3 MP4  

 PSP NDS  

  

 

Part  Package Top Mark 

LGS55182QV QFN3×3-16 

 

LGS55182ES ESSOP10 

 

YY: . WW: .B:  

 

LGS55182

QFN 1.5A

ESSOP10 2A

 

LGS55182 SC TC CC

CV SC 0V

(TC)

CC

CV

 

LGS55182

1/10 LGS55182

USB AC 25uA  

LGS55182  

OVP OVP

 

 

 

   LGS55182     (        )     

ES:ESSOP10
QV:QFN16
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:8.4V

     H:8.7V
     L:7.3V

 

LGS55182  

 QFN16  

 

 ESSOP10 2A
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2.a. 55182 QFN  1A 4.5V USB 0 ~60
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2.b. 55182 ESSOP10  2A 4.5V USB 0 ~60

NOTE

■ BD 10 F BD PGND PCB

■ NTC NTC B 4250K 100K NTC R2(150K)

R1(57.6K) VDD 0 ~60 13 NTC

NTC FAE

■ ePad GND PCB PCB

■ LED VDD 3K LED LED
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CSVIN USB  10 F 25V 0805 10%  16V 

CVDD  2.2 F 16V 0603 10%  10V 

CBD  10 F 25V 1206 10%  16V 

CBAT  20 F 25V 0805 10%  16V  

CBST  100nF 16V 0603 10%  

CTIM  330nF 6.3V 0402 10%  

L  1 H~2.2 H 2.2uH, 1uH  
5A, DCR 20m

 

RCV  
2.4K/7.5K/24K/75K 8.4V/8.6V/8.7V/8.8V  

5% 0603             

8.4V 8.8V

 

RICHG  1%  

R1,R2 NTC  R1=57.6K,R2=150K   0 ~60  0 ~60  

RNTC NTC  100K B 4250K 1%  

R3,R4 VIN  
ILIM 1V, USB

VIN  
VDD  

 
 
 
 

†  

                                                                              

※ D D                                                    

 

†  NOTE:  
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†                                    

4.  

  

GND SVIN  -0.3V~28V 

GND BAT,BD,LX  -0.3V~28V 

GND ICHG,CV,ILIM -0.3V~6V 

,TIM,SYSRT,NTC,VDD   

LX BST  -0.3V~6V 

LX  5A 

 -65  to 150  

 -40  to 125  

ESD HBM  ±2KV 

ESD CDM  ±500V 

†  
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Figure 4. Internal function block diagram 



Legend-si                                                                   LGS55182 

www.Legend-si.com                                                                  Rev.D V1.0  Nov,2022 

 ©2022                                                                         www.Legend-Si.com 

LGS55182 - November 2022                                                         LGS55182 Product data sheet    5 

3.2  

1  TIM 
TC CC 1/8  

2  SYSRT 

/

6V SYSRT 0V

6V

SYSRT VDD  

3  EN VDD 

4 2 STAT 
LED SVIN

 

5 EP PGND  

6 3 BST 
BST LX 100nF

 

7 4 LX CBST  

8 5 BD 10uF GND  

9 6 BAT 20uF GND   

10  SGND  

11 8 SVIN  

12 7 VDD 2.2uF GND  

13 9 ICHG 

1%

SC 0.05V TC

0.1V CC 1V

𝐼𝐵𝐴𝑇 = (𝑉𝐼𝐶𝐻𝐺 𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺⁄ ) × 1000  

14 1  10 ILIM 
SVIN GND

ILIM 1V  

15 2  1 NTC 

NTC VDD 25%~65%

UTP 65%VDD OTP 25%VDD

NTC VDD  25  65

 

16  CV 8.4V  

EP EP GND  

1  ILIM VDD  

2  NTC NTC 10K VDD NTC NTC

50%VDD  
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-40 +125 TJ

TJ=25 GND  

 5. 

      

 

VSVIN   3 5 6.5 V 

VUVLO  
VSVIN  2.6 2.8 3.0 V 

VSVIN  2.5 2.6 2.9 V 

∆VUVLO   50 150 300 mV 

VOVP  
VSVIN  6.3 6.6 6.8 V 

VSVIN  5.5 6.3 6.7 V 

∆VOVP   200  350 mV 

 

IBAT  EN=0,SVIN=0,BAT=8.4V 18 22 25  

ISVIN 
 EN=1 BAT  150 250 350 mA 

 EN=0 20 26   30  

 

ƒSW Boost   1000 1100 1300 kHz 

RNFET_M RDS(ON) of Main N-FET(M1) Boost  30 41 60 mΩ 

RNFET_R RDS(ON) of Rectified N-FET(M2) Boost  20 26 40 mΩ 

RNFET_B RDS(ON) of Blocking N-FET(M3)  40 53 70 mΩ 

 

VCV 
LGS55182QV  

QFN16   

RCV  2.5k  8.316 8.4 8.484 V 

RCV=7.5k 8.514 8.6 8.686 V 

RCV=25k 8.613 8.7 8.787 V 

RCV 75k  8.712 8.8 8.888 V

VCV 
LGS55182ES

ESSOP10  

8.4V  8.316 8.4 8.484 V 

8.8V  8.712 8.8 8.88 V 

∆VRCH  RCV= 2.5k 8.1 8.2 8.3 V 

VCC  
 

 

5.3 5.6 5.8 

V 

VTC  
 

1.6 2 2.4 

V 

TMC Charge mode change delay time   30  ms 

TTERM Termination delay time   30  ms 

TRCHG Recharge time delay   30  ms 

 

ICC
1  (CC)  IICHG=1K 900 1000 1100 mA 
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ITC
1  (TC)  IICHG=1K 90 120 150 mA 

ISC
1  (SC)  IICHG=1K 30 60 90 mA 

ITERM CV  IICHG=1K 60 120 180 mA 

BAT Voltage OVP 

VOVP Output voltage OVP threshold   1.2  VCV 

    1.1  VCV 

Timer 

TTC  CTIM=330nF 0.5 0.6 0.7  

TCC  CTIM=330nF 4.5 5 5.5  

System ON/OFF Control 

VHSYSRT SYSRT  I(OH)=-1mA VIN=5V  VDD   

VLSYSRT SYSRT  I(OL)= 1mA VIN=5V  0 1 V 

VBAT_GD   5.3 5.6 5.9 V 

    5.2  V 

BD 

VBD Bus voltage regulation   6.2  V 

VTRON Blocking FET fully turn on 
threshold VTRON=VBAT-VIN 

VBAT > VTC  100  mV 

EN 

VENH EN  EN Rising 1.0 1.22 1.4 V 

VENL EN  EN Falling 0.6 0.76 0.9 V 

NTC 

UTP 2   Rising edge  62% 65% 68% VDD 

 Falling edge 57% 60% 63% VDD 

  4% 5% 7% VDD 

OTP 2   Rising edge 25% 27% 30% VDD 

 Falling edge 22% 25% 27% VDD 

  2% 2.6% 3% VDD 

Thermal Regulation and Thermal shutdown 

TREG    110  C 

OTP    160  C 

OTPHYS    30  C 

1  Short Charge trickle charge

Const Current Charge Const Voltage Charge  

2  NTC NTC NTC

NTC 13   
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2  

 

LGS55182 5V 2 3.0V~6.5V

2A 1MHz MOSFET

MOSFET 90%

  

(BAT) 

LGS55182 

 

 

 VBAT  VTC 2V

Boost  FET 

 HS FET  ICC  

6%  

 

 VBAT VTC Boost 

 VBD 6.2V  FET 

 ICC  12%   

 

VBAT VCC

Boost

ICC  

 

VBAT

1/10 ICC

 

0.05ICC

0.1ICC

ICC

VSHORT

VTRK

VCV

Boost on Boost on BFET Fully on

VBD

VBAT

IBAT

Short
Mode

Precharge 
Mode

CC
Mode

CV
Mode

 

7.  

 
 

CV  

LGS55182  CV  

 CV RCV  AGND 

 

 

RCV电阻 两节电池充满电压 

RCV  2.5k  8.4V 

RCV=7.5k 8.6V 

RCV=25k 8.7V 

RCV 75k  8.8V 

  

STAT  

STAT LED RLED VDD

 

1 STAT LED

 

2 STAT LED  

3 STAT 1Hz

LED  
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2  

EN EN  

 EN

 LGS55182  EN 

VDD

MCU  

(ICHG) 

LGS55182 ICHG

VICHG 1V. 

𝐼𝐵𝐴𝑇 = (𝑉𝐼𝐶𝐻𝐺 𝑅𝐼𝐶𝐻𝐺⁄ ) × 1000  

RICHG 短路充电 涓流充电 恒流充电 截止电流 

2K 30mA 60mA 500mA 60mA 

1K 60mA 120mA 1000mA 120mA 

0.5K 120mA 240mA 2000mA 240mA 

SYSRT  

/

6V SYSRT

0V

6V

SYSRT VDD

 

TIM  

TIM

TC CC 1/8

TIM 330nF TC 0.5h CC

4h LED

 
 

 
 
 

ILIM  

ILIM SVIN

GND

SVIN LGS55182 SVIN

ILIM 1V

 

NTC  

LGS55182 NTC

NTC VDD

(UTP 65%VDD OTP

25%VDD)

25% 65% NTC

10K NTC 50%VDD

NTC 13  

 

LGS55182
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L=1.5μH TA=25   

Figure 10.1 USB 5V  

 

Figure 10.1.a RICHG=1K,  

 

Figure 10.1.a RICHG=1K,  

Figure 10.2 USB  

 

Figure 10.2.a CC   

 

Figure 10.2.c CV   

Figure 10.1  

 

Figure 10.3.a Battery Float Voltage vs Temperature 
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L=1.5μH TA=25   

Figure 11.1  

 

Figure 11.1.a SC  VBAT=0.5V 

 

Figure 11.1.b TC  VBAT=5V 

 

Figure 11.1.c CC  VBAT=8V 

 

Figure 11.1.d CV VBAT=8.3V 

 
Figure 11.2   

 

Figure 11.2.a  VILIM<1V  
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:  

FET 0.1 F  LX

 Tcc

1/8 :s  

𝑇𝐶𝐶 = 1.23 ∗ 107𝐶𝑇𝐼𝑀      F 

 

 𝑇𝑇𝐶 CTIM=330nF 0.5  

 𝑇𝐶𝐶 CTIM=330nF 4  

LGS55182

10µF

IC

10µF X5R

X7R  

𝐶𝑂𝑈𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 × (𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐼𝑁)

𝐹𝑆𝑊 × 𝑉𝑂𝑈𝑇 × 𝑉𝑅𝐼𝑃𝑃𝐿𝐸
 

VRIPPLE ICC  

10uF  

 

1  

40% : 

 

𝐿 = (
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝑂𝑈𝑇
)

2 (𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐼𝑁)

𝐼𝐶𝐶 × 𝐹𝑆𝑊 × 40%
 

FSW ICC   

LGS55182

 

2  

 

 

𝐼𝑆𝐴𝑇,𝑀𝐼𝑁 > (
𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁

) × 𝐼𝐶𝐶 + (
𝑉𝐼𝑁

𝑉𝑂𝑈𝑇

)
2 (𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐼𝑁)

2 × 𝐹𝑆𝑊 × 𝐿
 

 

3 DCR

DCR 20m

 

𝐶𝑂𝑈𝑇 =
𝐼𝐶𝐶 × (𝑉𝑂𝑈𝑇 − 𝑉𝐼𝑁)

𝐹𝑆𝑊 × 𝑉𝑂𝑈𝑇 × 𝑉𝑅𝐼𝑃𝑃𝐿𝐸
 

VRIPPLE ICC  

20uF  
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:NTC  

BAT

NTC

RNTC

VDD
R1

R2

 

 

1 KUT KUT=62%~68% 65% 

2 KOT KOT=22%~27% 25% 

3 NTC UTP RUT OTP ROT  

4 R1 

𝑅1 =
𝑅𝑂𝑇𝑅𝑈𝑇(𝐾𝑈𝑇 − 𝐾𝑂𝑇)

(𝑅𝑈𝑇 − 𝑅𝑂𝑇)𝐾𝑈𝑇𝐾𝑂𝑇
 

5 R2 

𝑅2 =
𝑅𝑂𝑇𝑅𝑈𝑇(𝐾𝑈𝑇 − 𝐾𝑂𝑇)

𝑅𝑂𝑇(𝐾𝑂𝑇 − 𝐾𝑂𝑇𝐾𝑈𝑇) − 𝑅𝑈𝑇(𝐾𝑈𝑇 − 𝐾𝑂𝑇𝐾𝑈𝑇)
 

KUT=65% KOT=25%  

𝑅1 =
2.46𝑅𝑂𝑇𝑅𝑈𝑇

𝑅𝑈𝑇 − 𝑅𝑂𝑇
 

𝑅2 =
0.4𝑅𝑈𝑇𝑅𝑂𝑇

0.0875𝑅𝑈𝑇 − 0.4875𝑅𝑂𝑇
 

 

100K B 4250K NTC 0 ~60 R1,R2

R1=56K R2=150K  

 RNTC B  R1 R2  

0 ~60  10K 1% 3380K 8.2K 36K 

 

0 ~60  100K 1% 4250K 56K 150K 

-10 ~60  10K 1% 3380K 7.87K 22K 

0 ~45  10K 1% 3380K  14.3K  820K 

 

0 ~45  100K 1% 4250K 110K 470K 

0 ~45  10K 1% 3380K 15K 0 
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应用信息：参考布局举例 

概述 
LGS55182 升压锂离子电池充电器的布局设计相对简单。为了获得最佳的效率和最小的噪声问题，我们应该将以下组

件放置在 IC 附近： CSVIN、L、CBD(CBD 电容必须靠近引脚优先级最高)。： 

■ 功率回路必须尽可能短。
■ 输出回路 CBD 电容靠近芯片 BD 和 PGND 引脚；

CBST 电容是自举电容需要靠近芯片引脚 BST；

CBAT 电容尽量靠近芯片引脚 BAT 和 PGND 引脚。 

■ ICHG、CTIM、RCV、NTC 等数字信号尽量使用

SGND，同时要远离 LX 信号减少噪声干扰。

■ 对高电流路径应使用较大 PCB 覆铜区域，包括

LX，PGND 引脚和底部散热焊盘。这有助于最大

限度地减少 PCB 传导损耗和热应力。

■ 为使过孔传导损耗最小并降低模块热应力，应使用

多个过孔来实现顶层和其他电源层或地层之间的

互连（芯片底部焊盘加过孔开窗有助于芯片散热提

高性能）。

■ RNTC 是热敏电阻，用于检测电池的温度，一般位

于电池内部，如果在 PCB 板上，建议远离芯片和

电感等发热元件。

■ BD 电容必须靠近芯片足够近，可使用 1206 电容

跨接在 BD 和 PGND 引脚上，让 LX 从电容底部穿

出。
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封装外形描述(QFN16) 

具备底部 ePAD 的 16 引脚塑封 SOIC 

注： 

（1） 所有的数据单位都是亳米，括号内的任何尺寸仅供参考。尺寸和公差符合 ASME Y14.5M.

（2） 本图如有更改，恕不另行通知。

（3） 此尺寸不包括塑模毛边，突起，或水口毛刺。

C

16X 0.30
0.18

1.45 0.1

0.316X 0.5

1 MAX

(0.2) TYP

0.05
0.00

0.512X

4X
1.5

A 3.1
2.9

B

3.1
2.9

PIN 1 INDEX AREA

0.08

SEATING PLANE

1

4
9

12

5 8

16 13

(OPTIONAL)
PIN 1 ID 0.1 C A B

0.05

EXPOSED
THERMAL PAD

SYMM

SYMM

17
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封装外形描述(ESSOP10) 

具备底部 ePad 的 10 引脚塑封 SOIC 

注： 

（4） 所有的数据单位都是亳米，括号内的任何尺寸仅供参考。尺寸和公差符合 ASME Y14.5M.

（5） 本图如有更改，恕不另行通知。

（6） 此尺寸不包括塑模毛边，突起，或水口毛刺。

C

1.008X

10X 0.35

2X
4.00

TYP

0 - 8

0.23
GAGE PLANE

1
10

0.25 C A B

6
5

PIN 1 ID
AREA

NOTE 4

SEATING PLANE

0.04

SEE DETAIL A

DETAIL A
TYPICAL

EXPOSED
THERMAL PAD

5

1

6

10

EP

1.7 MAX

A

NOTE 3

B
4.00
3.90
3.80

0.18
0.23
0.25

0.08
0.04
0.00

2.20
2.10
2.00

3.40
3.30
3.20

1.27
0.40

4.70
4.90
5.10

5.80
6.00
6.20

C
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TAPE AND REEL INFORMALEGEND-SION 

*ALL dimensions are nominal

Device 

Package 

Type 

Package 

Drawing Pins SPQ 

Reel 

Diameter 

(mm) 

Reel 

Width 

W1(mm) 

A0 

(mm) 

B0 

(mm) 

K0 

(mm) 

P1 

(mm) 

W 

(mm) 

Pin1 

Quadrant 

LGS55182QV QFN16 QV 16 3000 175 10 2.5 2.5 0.8 3.5 8.0 Q1 

LGS55182ES ESSOP10 ES 10 4000 330 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 
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